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'Przyrzad pélprzewodnikowy

1

Wynalazek dotyczy przyrzadu poéiprzewodniko-
wego z plytka wyjSciowqa materialu pélprzewodni-
kowego o kilku strefach, w ktéorym graniczgce ze
sobg strefy maja réine wlasciwosci elektryczne
np. réiny rodzaj przewodno$ci i przynajmniej
jedna ze stref poljczona jest elektrycznie z kon-
taktowa warstwa metaliczng, przy czym warstwa
metaliczna lezy na warstwie izolacyjnej, ‘znajduja-
cej sie pomiedzy tg warstwg metaliczng i plytka
p6iprzewodnikowsg.

Przyrzady pélprzewodnikowe wspomnianego wy-
zej rodzaju stanowig na przyklad diody planarne
i tranzystory. Tranzystor planarny moze np. za-
wiera¢ plytke péiprzewodnikowsg ktéra pokryta

jest warstwg izolacyjng, jak np. warstwa tlenku

krzemu, podczas gdy pod warstwa tlenku istnieja
lokalnie strefa powierzchniowa i strefa bazy, przy
czym cze$¢é plytki péiprzewodnikowej otaczajaca
strefe bazy stuzy jako strefa kolektora za§ w stre-
fie bazy wytwarza sie lokalnie strefy emitera.

Polaczenia elektryczne (zwane dalej doprowa-
dzeniami) ze strefs emitera, strefg bazy i w da-
nym przypadku takze strefa kolektora mogg byé
wyprowadzone przez otwory (aperture) w war-
stwie tlenku.

W przypadku tranzystor6w wielkiej czestotli-
woSci jest szczegélnie wazine aby pojemnos$é po-
miedzy poszczegblnymi strefami byla jak najmniej-
sza. Wielko$é powierzchni strefy bazy i strefy emi-
tera powinna by¢ zatem bardzo mala co oznacza,
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ze i otwory w warstwie tlenku, przewidziane do
wykonania elektrycznych polaczen musza byé bar-
dzo male., Otwory te s3 czesto zbyt mate, aby
istniala na przyklad mozliwo§é bezposSredniego
przymocowania doprowadzenia do odpowiedniej -
strefy. Na warstwie tlenku naklada sie przeto
warstwe metaliczng o powierzchni wiekszej od
otworu w warstwie tlenku, przy czym cze$é war-
stwy metalicznej rozciggajaca sie do wewnatrz
otworu w warstwie tlenku jest polaczona elektrycz-
nie z odpowiednig strefg np. przez stopienie. Do
tej warstwy metalicznej moze byé teraz przymo-
cowane doprowadzenie. .

Z powodu malwych wymiaréw strefy bazy i stre-
fy emitera, polgczona elekirycznie z jedng z tych
stref, metaliczna warstwa kontaktowa, lezy zwykle
w. wiekszej swej czeSci powyzej czeSci plytki pét-
przewodnikowej, otaczajacej strefe bazy i naleig-
cej do strefy kolektora.

Wiadomo, ze w wielu ukladach wystepuje nie-
pozadane zwigkszenie pojemnos$ci baza-kolektor
i/albo emiter-kolektor. Ta zwickszona pojemno$§é
moze byé w prosty sposéb zamieniona na pojem-
nos$¢é mniej szkodliwg. Niepozgdana pojemno§é po-
miedzy metaliczng warstwa kontaktowa a plytka
péiprzewodnikowg moze wystepowaé takie w in-
nych niz tranzystory przyrzadach pélprzewodni-
kowych np. w diodach planarnych. :

Celem wynalazku jest stworzenie przyrzadu pél-
przewodnikowego Wwspomnianego wyzej rodzaju,
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w ktérym ta niepozadana pojemno$é zostanie ob-
nizona przynajmniej podczas pracy.
~ Zgodnie z wynalazkiem przyrzad pélprzewodni-

kowy z plytka wyjSciowa materialu péiprzewod-
nikowego o kilku strefach, w ktérym graniczace
ze sobg strefy majg r6zne wiasciwosci elektryczne,
np. ré6zny rodzaj przewodnictwa, przy czym przy-
najmniej jedna ze stref jest polaczona elektrycznie
32 kontaktowa warstwa metaliczng, ktéra lezy na
\&a.rstwie izolacyjnej, znajdujacej sie pomiedzy ta
- warstwa metaliczng i plytka polprzewodnikowas,
wykazuje ceche znamienng taka, ze czes¢é warstwy
izo’l@cjjri’éjt%rg.j:a;p’rzez warstwe metaliczng lezy
przynajmniej czesciowo na przewodzacej warstwie
ekranujgcej kiéra posiada odprowadzenie kontak-
towe i Ze pomigdzy warstwa ekranujaca i lezaca
pod "ﬁia czeScig plytki pélprzewodnikowej, znajdu-
je sie warstwa zaporowa. Warstwa ekranujgca mo-
ze byé po prostu warstwa metaliczng. Warstwe
zaporowg moze stanowié warstwa izolacyjna
umieszczona na plytce p6iprzewodnikowej, np.
warstwa tlenku krzemu.

Jest rzecza zrozumialy, ze gdy podczas pracy

zostanie przylozony wlasciwy potencjal do war-
stwy ekranujacej, to pojemno$¢ pomiedzy meta-
liczng warstwa kontaktowa i ptytka pélprzewodni-
kowa moze byé obnizona. Jezeli kontaktowa war-
stwa metaliczna polgczona jest np. ze strefs bazy
tranzystora i rozcigga sie az powyzej strefy ko-
lektora to wystepuje sprzezenie zwrotne wprowa-
dzajace pojemnos$é baza-kolektor w przypadku,
gdy tranzystor bedzie uzyty jako element wzmac-
niajacy z elektroda emitera w punkcie o stalym
potencjale np. z uziemiong elektrodg emitera. Tego
wprowadzajacego pojemno$é baza-kolektor, sprze-
zenia zwrotnego mozna uniknaé, jezeli przylaczy
sie takie warstwe ekranujacg do punktu o staltym
potencjale np. do ziemi. Pojemno$é baza-kolektor
_zostaje woOwczas jakoby zamieniona przez po-
jemno$¢ pomiedzy np. elektrodg bazy i ziemiag
i pojemno$¢ pomiedzy elektrodg kolektora i zie-
mig. PojemnoSci te nie sg na ogét szkodliwe.

W tym przypadku mozna miedzy innymi uzyskaé
bardzo prosta strukture, jezeli warstwe ekranu-
jaca stanowi strefa powierzchniowa poiprzewod-
nika, ktéra tworzy z czeScig ptytki pélprzewodni-
kowej lezgcej pod spodem przejscie typu p-n. Je-
zeli warstwa ekranujgca zostagie uziemiona to
przejicie typu p-n zostanie automatycznie spola-
ryzowane w kierunku zaporowym, przy czym w
miejscu przejScia typu p-n tworzy sie jak wiado-
mo wysokoomowa warstwa zaporowa. Dalsza bar-
dzo korzystna odmiana wykonania przyrzadu po6i-
przewodnikowego wedlug wynalazku wykazuje
przeto te ceche znamienng, ze warstwe ekranujaca
stanowi strefa powierzchniowa ptytki p6lprzewod-
nikowej, przy czym warstwa zaporowa utworzona
zostaje przez zlgcze typu p-n, ktére to ztacze two-
rzy strefa powierzchniowa z lezgcg pod spodem
czeScig plytki pélprzewodnikowej.

Jezeli przynajmniej dwie strefy plytki p6iprze-
wodnikowej sg potgczone elektrycznie z oddziel-
nymi, kontaktowymi warstwami metalicznymi, to
w wielu przypadkach moze byé z korzyScig za-
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stosowana dla tych warstw metalicznych jedna
wspélna warstwa ekranujgca.

Wynalazek jest szczegbélnie wazny w odniesieniu
do przyrzadéw poéiprzewodnikowych o strukturze
tranzystoréw, jak to wynika z tego co juz zostato
powiedziane. Jedna z waznych odmian wykonania
przyrzadu pélprzewodnikowego wedlug wynalazku
wykazuje te ceche znamienna, ze ma strukture
tranzystora ze strefg emitera, strefg bazy i strefa
kolektora, przy czym strefa emitera i strefa bazy
majg mniejsze wydluzenie warstwy niz strefa ko-
lektora i sg polgczone elektrycznie z kontaktowy-
mi warstwami metalicznymi, ktére to warstwy
rozciggajg si¢ az do strefy kolektora i ze pomie-
dzy przynajmniej jedna z tych warstw metalicz-
nych i lezgcg pod spodem nalezgca do strefy ko-
lektora cze$cig plytki pélprzewodnikowej znajduje
sie warstwa ekranujgca.

Jak wynika z tego co powiedziano, jedna z waz-
nych odmian wykonania przyrzadu pélprzewodni-
kowego do wzmacniania sygnaléw elektrycznycii
wedlug wynalazku, wykazuje te ceche znamienng,
ze warstwa ekranujgca polgczona jest z punktem
o stalym potencjale, przy czym szczegblnie wazna
odmiana wykonania przeznaczona do wzmacniania
sygnaléw elektrycznych i posiadajgca strukture
tranzystora wykazuje te ceche znamienna, ze sy-
gnaty elektryczne doprowadzane sg do strefy bazy
struktury tranzystora, ze strefa emitera polgczona
jest z punktem o stalym potencjale i ze pomiedzy
polaczonymi elektrycznie ze strefg bazy metalicz-
nymi warstwami kontaktowymi i strefg kolektora
znajduje sie warstwa ekranujaca, ktéra takze po-
taczona jest z punktem o stalym potencjale, na
przyklad z tym samym punktem co strefa emitera.
Dalsza z waznych odmian wykonania przeznaczo-
na do wzmacniania sygnaléw elektrycznych, po-
siadajgca takze strukture tranzystora, wykazuje te
ceche znamienng, Ze sygnaly elektryczne dopro-
wadzane sg do strefy emitera struktury tranzysto-
ra, ze strefa bazy polaczona jest z punktem o sta-
lym potencjale i ze pomiedzy polgczong elektrycz-
nie ze strefg emitera kontaktowg warstwg meta-
liczng i strefg kolekfora, znajduje sie warstwa
ekranujgca, ktéra réwniez polgczona jest z punk-
tem o stalym potencjale, na przyklad z tym sa-
mym punktem co strefa bazy.

Jest rzecza oczywistg, ze wynalazek da sie takze
korzystnie zastosowaé w przyrzadach péiprzewod-
nikowych z plytka poéiprzewodnikows, w ktérej
jest umieszczona wigksza ilo§¢ elementéw obwo-
du, jak tranzystory albo diody (obwdéd zcalony),
i w ktérych lezgca na warstwie izolacyjnej kon-
taktowa warstwa metaliczna, moze tworzy¢ potg-
czenie elektryczne pomiedzy dwoma elementami
obwodu.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku.
Fig. 1 przedstawia schemat tranzystora wedtug
wynalazku w widoku z géry, fig. 2 — przekr6j po-
przeczny przez ten tranzystor wedlug linii IT — II
z fig. 1, fig. 3 — przekr6j poprzeczny przez ten
tranzystor wedtug linii III — III z fig. 1, fig. 4 —
drugi przyklad wykonania tranzystora wedlug wy-
nalazku w widoku z géry, fig. 5 — przekr6j po-
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przeczny przez ten tranzystor wedlug linii V — V
z fig. 4, i fig. 6 przedstawia przekr6j poprzeczny
przez ten tranzystor wedtug linii VI — VI z fig. 4.

Przedstawiony na fig. 1, 2 i 3 przyklad wykona-
nia pokazuje przyrzad p6lprzewodnikowy, ktérego
plytka p6lprzewodnikowa 1 ma wieksza ilosé¢ stref
2, 8 i 4, przy czym graniczace ze soby strefy maja
rézne witasSciwoséci elektryczne, w danym przypad-
ku rézny typ przewodnictwa. Strefy 3 i 4 s3 pola-
czone elektrycznie z kontaktowymi warstwami
metalicznymi 5 wzglednie 6. Warstwy metaliczne 5
i 6 lezg na warstwach izolacyjnych 7 wzglednie 8,

ktére znajduja sie pomiedzy warstwami 5 1 6 i plyt- -

kg pélprzewodnikowa 1. CzeSci warstw izolacyj-
nych 7 i 8 pokryte warstwami metalicznymi 5 i 6
lezg, zgodnie z wynalazkiem, w wiekszej czeSci na
przewodzacej warstwie ekranujgcej 9, ktéra po-
siada swobodnie odprowadzenie 10. Pomiedzy war-
stwa ekranujacg 9 i lezaca pod spodem czeScig
plytki pélprzewodnikowej 1 znajduje sie warstwa
zaporowa 15.

Warstwa ekranujgca 9 jest w przedstawionym
przykladzie warstwa metaliczng, podczas gdy war-
stwe zaporowg 15 stanowi izolacyjna warstwa tlen-
ku krzemu, ktéra jest naniesiona na krzemowg
plytke péiprzewodnikowsg 1.

Warstwy ekranujgce przeznaczone dla polgczo-
nych ze strefami 8 wzglednie 4, kontaktowych
warstw metalicznych 5 i 6, mogg byé oddzielone
od siebie. W przedstawionym przykladzie jest je-
dna wspélna warstwa ekranujgca 9 dla obu kon-
taktowych warstw metalicznych 5 i 6. Takze war-
stwy izolacyjne 7 i 8 zostaly tutaj wykonane jako
jedna wsp6lna warstwa izolacyjna 7 1 8 (fig. 1).

W celu zwickszenia wyrazisto§ci rysunku przed-
stawiono na fig. 1 tylko zarys warstwy izolacyjnej
7, 8, lezgcej pomiedzy warstwami metalicznymi 5
i 6 i warstwa ekranujaca 9.

Urzadzenie poélprzewodnikowe wedlug fig. 1, 2
i 3 przedstawia strukture tranzystora ze strefa
emitera 4. Urzadzenie jak to widaé z fig. 1 sklada
sie z dwoch czeSci: strefy bazy 3 i strefy kolekto-
ra 2, przy czym strefa emitera 4 i strefa bazy 3
maja mniejsza powierzchnie niz strefa kolektora 2
i sg polgczone z kontaktowymi warstwami meta-
licznymi 6 wzglednie 5. Warstwy metaliczne 5 i 6
rozciagaja sie az do strefy kolektora 2 za§ warstwa
ekranujgca 9 lezy pomigdzy warstwami metalicz-
nymi 6 i 5 i strefg kolektora 2.

Wielko§¢ strefy bazy 3 i strefy emitera 4 jest
zbyt mala, aby istniala mozliwo§é bezposredniego
dotgczenia do tych stref doprowadzefi. Z tego tez
powodu umieszczone sg kontaktowe warstwy me-
taliczne 5 i 6, ktére wystepami 16 wzglednie 17
wchodza. do otworéw 18 wzglednie 19 w warstwie
tlenku 15, gdzie sa polgczone ze strefs bazy 3
wzglednie strefg emitera 4.

Tranzystor wedlug fig. 1, 2 i 3 moze byé wyko-
nany w nastepujgcy sposéb. Wytwarza sie réwno-
cze$nie wiekszg ilo$é struktur tranzystorowych na
plytce poéiprzewodnikowej, po czym pilytke tg
dzieli sie i otrzymuje sie poszczegblne tranzysto-
ry. Spos6b wytwarzania zostanie oméwiony na
przykiadzie jednej struktury tranzystorowej.

10

15

Punkt wyjSciowy stanowi piytka krzemowa ty-
pu n o gruboSci okolo 250 um i opornoSci wiasci-
wej okolo 5 2cm. W kazdym kolejnym prostokacie
o wymiarach 400 um X 500 um umieszczona zosta-
je struktura tranzystora.

Plytka péiprzewodnikowa 1 (patrz fig. 1, 2 i 3)
zostaje pokryta w znany w technice péiprzewodni-
kowej spos6b, na przykiad przez utlenianie w wil-
gotnym tlenie, warstwg tlenku krzemu 15, po czym
w warstwie tlenku 15 o grubosci okolo 0,5 p#m wy-
trawia sie otwé6r 12. Jak wiadomo w technice p61-
przewodnikowej wykonuje sie zwykle takie otwo-
ry w warstwach tlenku za pomoca lakieru foto-
utwardzalnego i czynnika trawigcego (fotolitogra-
fia). Wymiary otworu 12 wynesza okolo 100 um X
65 um,

Na warstwe tlenku 15 wraz z otworem 12 zosta-
je naparowana w ciggu okolo 15 minut warstwa
tlenku boru (B,O,), co odbywa si¢ w temperaturze
okolo 900°C. Plytke péiprzewodnikowg 1 poddaje
si¢ nastepnie dzialaniu temperatury- ckolo 1200°C
w ciggu okolo 20 minut, w wyniku czego uzyskuje
sie poprzez dyfuzje boru, strefe bazy 3 typu p
o grubosci okolo 3 um.

Otwér 12 w warstwie tlenku 15 zostaje zama-
skowany przez np. utlenianie za pomocg wilgotne-
go tlenu,” po czym wykonane zostajq otwory 19
o wymiarach 10 um X 50 pm,

Plytke p6iprzewodnikowg poddaje sie nastepnie,
na czas okolo 15 minut dziataniu temperatury oko-
lo 1100°C. Réwnocze$nie umieszcza. sie 'w poblizu
plytki pewna ilo§¢ P,0, w temperaturze 200°C.
W ten spos6b powstaja poprzez dyfuzje fosforu
strefy emitera 4 typu n o grubosci 1 ym do 2 um.

W warstwie tlenku 15 wykonuje sie nastepnie
otwory 18, przy czym réwnoczeénie oczryszcza sie
otwory 19, nastepnie naklada sie metaliczng war-
stwe ekranujgcg 9 w ten sposéb ,ze na warstwe
tlenku 15 naparowuje si¢ aluminium za§ uzyskang
warstwe aluminium usuwa si¢ czg$ciowo za pomo-
ca lakieru fotoutwardzalnego i $rodka trawigcego
tak, ze pozostaje tylko warstwa ekranujgca 9.

Z kolei musi zostaé nalozona warstwa izolacyj<
na 7, 8. Mozna na przyklad naparowaé¢ S i O i po-
wstala w ten spos6b warstwe izolacyjng usunaé
znowu cze$ciowo za pomocs lakieru fotoutwardzal-
nego i Srodka trawigcego. Mozna takie zastoso-
waé jako warstwe izolacyjng lakier fotoutwardzal-
ny. W tym przypadku wystarczy tylko naniesienie
warstwy lakieru fotoutwardzalnego i usuniecie w
zwykly sposéb zbednej czeSci tej warstwy.

Utworzona konstrukcja zostaje ponownie pokry-
ta przez naparowahie warstwg aluminium, ktéra
znowu usuwa sie czeSciowe w taki sposéb, Ze po-.
zostaja kontaktowe warstwy 5 i 6. Wystepy 16 i 17
zostaja w otworach 18 i 19 stopione z ptytka 1 puez
podgrzanie do temperatury okolo 500°C.

Z kolei zostajq polaczone z warstwami metaliez-
nymi 5 i 6 na przyklad przez termokompresje do-
prowadzenia np. druty ziote 13 i 14 o Srednicy
25 um.

Doprowadzenie 13 stanowi wyprowadzenie emi-
tera, doprowadzeme 14 stanowi wyprowadzeme
bazy.

Do czesti 10 warstwy ekranujqceJ 9 moze byé w
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podobny sposéb dolaczone doprowadzenie, nie uwi-
docznione, w celu nie zaciemniania rysunku.

Jezeli plytka poélprzewodnikowa tworzy czesé
wickszej plytki, to zostaje ona wycieta z tej ptytki
i polaczona z plytka nosng 20 wykonana np. z po-
zloconego stopu ,,Fernico” przez lutowanie za po-
moca spoiwa indo-antymonowego (okclo 2% wagi
antymon). Plytka noSna stanowi w tym przypadku
kontakt kolektora.

Zaznacza sie, ze §rednica czefci warstw meta-
licznych 5, 6 i 9, do ktérych dolaczone zostana kon-
céwki wyprowadzeniowe, wynosi okoto 75 um, war-
stwy metaliczne 5 i 6 widziane z géry (fig. 1) po-
zostaja kilka mikronéw w obrebie warstwy meta-
licznej 9 za$ warstwa metaliczna 9 pozostaje kilka
mikronéw w obrebie warstwy izolacyjnej 7, 8.

Jezeli opisany tranzystor zostanie zastosowany
jako element wzmacniajacy np. w ukladzie ze
wsp6lnym emiterem, wéwczas sygnal wejSciowy
doprowadza sie pomiedzy doprowadzenia bazy 14
i emitera 13 za§ sygnal wyjsciowy uzyskuje sie na
doprowadzeniach kolektora 20 i emitera 13. Gdyby
nie bylo warstwy ekranujgcej 9 woéwczas wysta-
pitaby, wprowadzajaca sprzezenie zwrotne, po-
jemno$§¢ baza-kolektor o warto$ci okolo 0,6 pF.
W przypadku, gdy jest warstwa ekranujgca 9 i gdy
jest ona dolaczona za pomocg odprowadzenia 10
warstwy ekranujacej, do punktu o stalym poten-
cjale np. do punktu uziemienia, wéwczas po-
jemno$¢é baza-kolektor spada do warto§ci okoto
0,15 pF, maleje zatem czterokrotnie. Wzmocnienie
mozliwe do uzyskania zwieksza sie w ten spos6b
czterokrotnie, co przy ukladach wielostopniowych
daje mozliwo$¢ opuszczenia jednego stopnia. Jest
rzecza oczywists, ze to wilasnie jest szczegélnie
wazne. Jezeli zastosuje sie uklad ze wspélng baza,
wéwczas obnizona zostaje, wprowadzajaca sprze-
zenie zwrotne, pojemno$§é emiter-kolektor.

W oparciu o figury 4, 5 i 6, zostanie oméwiony
przyklad wykonania, w ktérym warstwa ekranu-
jaca skilada sie ze strefy powierzchniowej plytki
pélprzewodnikowej, podczas gdy warstwa zaporo-
wa utworzona jest przez zlgcze typu p-n, ktére to
ztacze tworzy warstwa powierzchniowa z lezgca
pod spodem cze$cig plytki pélprzewodnikowej.

Przyklad wykonania wedlug figur 4, 6 i 6 doty-
czy tranzystora z krzemowsg piytka 30 o wymia-
rach okoto 500 pm X 400 pm X 250 pm, ‘ze strefg
kolektora 31 typu n, strefg bazy 32 typu p i strefa
emitera 33 typu n. Plytka 30 jest pokryta warstwag
tlenku krzemu 35, w ktérej znajdujg sie otwory
36 i 39 o wymiarach okolo 10 um X 50 um przez
ktére polaczone sg kontaktowe warstwy metaliczne
44 i 45 ze strefg bazy 32 wzglednie ze strefg emi-
tera 33. Srednica tych praktycznie kolistych czeéci
warstw metalicznych 44 i 45 wynosi okolo 75 um.
Pod tymi czeSciami jak réwniez pod warstwg tlen-
ku 35 znajdujg sie strefy powierzchniowe typu
p 37, ktére stuzg jako warstwa ekranujgca i ktére
tworza zlgcza typu p-n 48 z lezgcg pod spodem
czgSciag plytki 30 to znaczy ze strefs kolektora 31.
W warstwie tlenku 35 znajdujg sie otwory 40
o $rednicy okolo 75 um do wyprowadzenia odpro-
wadzen z warstw ekranujacych 87. Z kontaktowy-
mi warstwami metalicznymi 44 i 45 polaczone 'sg
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doprowadzenia bazy 46 i emitera 47 (uwidocznione
tylko na fig. 5). .

Tranzystor moze byé umocowany na pitytce nos-
nej 50, ktéra stluzy rownoczes$nie jako kontakt ko-
lektora. '

Dla tranzystora wedlug fig. 4, 5 i 6 moga byé
zastosowane takie same lub podobne materialy
jak dla tranzystora wedlug fig. 1, 2 i 3. W proce-
sach wytwarzania stosowane mogg byé¢ takie same
lub podobne sposoby nancszenia réznych warstw
i stref jak to zostalo opisane dla tranzystora we-
diug figur 1, 2 i 3.

Warstwy ekranujgce 37 moga byé uzyskane
przez dyfuzje réwnoczeénie ze strefg bazy 33 pod-
czas wspllnej obrébki dyfuzyjnej. W tym celu wy-
konane zostajei w warstwie tlenku 35 obok otworu
34 o wymiarach okoto 65 um X 65 um potrzebne-
go do uzyskania strefy bazy 32, r6wnoczesnie otwo-
ry 38 o wymiarach 175 um X 85 um do uzyskania
warstw ekranujacych 37. Otwory 38 zostajg po ob-
rébce dyfuzyjnej zamaskowane np. przez utlenia-
nie wilgotnym tlenem. Mozliwe jest takze umiesz-
czenie warstw 37 na drodze oddzielnej obrébki
dyfuzyjnej, co moze by¢ korzystne np. przy nano-
szeniu stosunkowo wysokoomowe]j strefy bazy. Ko-
rzystne jest naniesienie najpierw warstw ekranu-
jacych 37 nastepnie za§ warstwy strefy bazy 32,
poniewaz obrébka cieplna zwigzana z nanoszeniem
warstw ekranujgcych nie bedzie miala w tym
przypadku wplywu na strefe bazy 32. ‘

W przytoczonym przykladzie zastosowano dla
warstw metalicznych 44 i 45 oddzielne warstwy
ekranujgce 37. Aby nie zaciemnia¢ rysunku nie
uwidoczniono odprowadzeri, ktére musza byé po-
laczone z warstwami ekranujacymi 37 przez otwo-
ry 40 w warstwie tlenku 35. Odprowadzenia mogg
byé umieszczone w zwykly sposéb stosowany w
technice pélprzewodnikowej.

Jezeli tranzystor zostanie zastcsowany jako ele-
ment wzmacniajacy np. w ukladzie ze wspélnym
emiterem lub wspélng bazg, przy czym warstwy
ekranujgce 37 zostang np. uziemione, to uzyska sie
podobnie jak w poprzednio opisanym przyktadzie

pokaZne obnizenie sprzezenia zwrotnego i polep-
szenie wzmocnienia. Zlacza typu p-n 48 otrzymuija
wstepne napiecie w kierunku zaporowym i dzia-
laja skutecznie jako warstwy zaporowe.

Jezeli tranzystor przeznaczony jest wylacznie
do ukladéw ze wspélnym emiterem, to znaczenie
ma tylko potaczona ze strefa bazy 32 warstwa
ekranujaca 37 umieszczona pod warstwa metalicz-
ng 44 za$§ warstwa ekranujgca 37 pod warstwg me-
taliczng 45 jest w danym przypadku zbyteczna.
Jezeli tranzystor przeznaczony jest wylacznie do
ukladéw ze wspdlng bazg to warstwa ekranujgca
37 pod warstwa metaliczng 44 jest zbyteczna.

Jest rzeczg oczywists, Zze wynalazek nie ograni-
cza sie jedynie do opisanych przykladéw wykona-
nia, Dla fachowca mozliwe bedg w ramach wyna-
lazku jeszcze inne liczne odmiany wykonania.
Plytka pélprzewodnikowa moze byé wykonana za-
miast z krzemu np. z germanu albo polgczenia
typu Anr — Bv a warstwy metaliczne moga by¢é
wykonane z innego metalu niz aluminium. War-
stwa ekranujgca 9 (fig. 1, 2 i 3) moze by¢ réwniez
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wykonana z niklu. Wynalazek mozna stosowaé
takze do innych niz tranzystory przyrzadéw poéi-
przewodnikowych, np. do diod albo do pdlprze-
wodnikowych obwodéw zcalonych, w ktérych sa
zastosowane kontaktowe warstwy metaliczne le-
23ce na warstwach - izolacyjnych.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad pélprzewodnikowy z ptytkag wyjscio-
wa materialu p6tprzewodnikowego o kilku stre-
fach, w ktérym graniczgce ze sobg strefy majg
rézne wlasciwosci elektryczne np. réiny rodzaiv

przewodnictwa i przynajmniej jedna ze stref -

polaczona jest elektrycznie z kontaktowsg war-
stwg metaliczng przy czym warstwa metaliczna
lezy na warstwie izolacyjnej znajdujacej sie
pomiedzy tg warstwg metaliczng i plytka péi-
przewodnikowg, znamienny tym, ze cze§¢é war-
stwy izolacyjnej (7, 8), pokryta warstwg meta-
liczng (5, 6) lezy przynajmniej czeSciowo na
przewodzacej warstwie ekranujacej (9) posia-
dajgcej odprowadzenie kontaktowe (10) i ze po-
miedzy warstwag ekranujaca i lezacg pod spo-
dem czeScig ptytki péiprzewodnikowej znajdu-
je sie warstwa zaporowa (15).

2. Przyrzad pélprzewodnikowy wedlug zastrz. 1,
znamienny tym, ze warstwa ekranujgca (9) jest
takze warstwg metaliczng podczas gdy warstwe
zaporowg (15) stancwi warstwa izolacyjna np.
warstwa tlenku krzemu naniesiona na ptytke
pélprzewodnikows.

3. Przyrzad poéiprzewodnikowy wedlug zastfz. 1,

znamienny tym, Ze warstwe ekranujgca stano-

wi strefa powierzchniowa plytki p6lprzewod-

nikowej, za§ warstwa zaporowa utworzona jest

przez zlacze typu p-n, ktére to zlacze tworzy

strefa powierzchniowa z lezgcg pod spodem
czeScig plytki pélprzewodnikowej.
4. Przyrzad pélprzewodnikowy wedlug zastrz. 1 —
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3, znamienny tym, Ze przynajmniej dwie jego
strefy (3, 4) polaczone sg elekirycznie z oddziel-
nymi kontaktowymi warstwami metalicznymi

(5.1 6) i dla tych warstw metalicznych jest

wspbélna warstwa ekranujaca (9).

. Przyrzad pélprzewodnikowy wedtug zastrz. 1 —
- 4, znamienny. tym, ze ma strukture tranzystora

ze strefg emitera (4), strefg bazy (3) i strefa ko-

. lektora (2), przy czym strefa emitera i strefa

bazy majg mniejszag powierzchnie niz strefa ko-
lektora i sg polgczone elektrycznie z kontakto-
wymi warstwami metalicznymi (5, 6), ktére roz-
ciggajq sie az do strefy kolektora i ze pomie-
dzy przynajmniej jedng z tych warstw meta-
licznyceh i lezaca pod spodem, nalezgcg do stre-
fy kolektora, cze$cig ptytki péiprzewodnikowej,
znajduje sie warstwa ekranujgca (9).

. Przyrzad p6iprzewodnikowy wedtug zastrz. 1 —

5, do wzmacniania ' sygnaléw elektrycznych,
znamienny tym, ze warstwa ekranujgca polg-
czona jest z punktem o stalym potencjale.

. Przyrzad pé6iprzewodnikowy wedlug zastrz. 5

i 6, znamienny tym, ze sygnaly elektryczne do-
prowadzane sg do strefy bazy struktury tran-
zystora, a strefa emitera polgczona jest z punk-
tem o stalym potencjale natomiast pomiedzy
polaczong ze strefg bazy, kontaktowg warstwg
metaliczng i strefg kolektora znajduje sie war-
stwa ekranujgca, ktéra takze polgczona jest
z punktem o stalym potencjale np. z tym sa-
mym punktem co strefa emitera.

. Przyrzad poéiprzewodnikowy wedlug zastrz. 5
" i 6, znamienny tym, ze sygnaly elektryczne do-

prowadzane sg do strefy emitera struktury
tranzystora, a strefa bazy polagczona jest z punk-
tem o stalym potencjale natomiast pomiedzy
polaczong ze strefg emitera kontaktowsg war-

_stwag metaliczng i strefa kolektora znajduje sig

warstwa ekranujgca, ktéra takze polgczona jest
z punktem o stalym potencjale np. z tym sa-
mym punktem co strefa bazy.
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